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次世代電子デバイス開発を目的としたシリコンウエハへ

の加工評価を行うため、産業技術総合研究所ナノプロセ

シング施設（NPF）の設備を利用した。 

１．概要（Summary） 

本報告では、Fig. 1 に示すような、Au 電極作製及びそ

の出来栄えを確認するための I-V 測定について、記述す

る。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

  デバイスパラメータ評価装置 
  真空蒸着装置、アルゴンミリング装置 

 
【実験方法】 
（１） 他施設で作製した 4 インチパターン付ウエハ（縦構造

Fig. 1）を、絶縁膜上のAuを除去するために、アルゴ

ンミリング装置を用いた。 
（２） そのウエハをデバイスパラメータ評価装置で、I-V 測

定を行った。 
 

（１） Fig. 2 に、I-V 特性を示す。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

（２） ほとんどのサンプルが、ショートしていた。 
（３） イオンミリングにより、下地の Au が、絶縁膜の側壁に

再スパッタされ、ショートしてしまったと考えられる。 
今後は、絶縁膜の形成方法や、Au 除去方法につい

て、検討する。 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 The measurement sample structure. 

 

 

Fig. 2  I-V Characteristic. 
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